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【はじめに】 

CIGS薄膜太陽電池に用いられているMo裏面電極は通常、室温程度の基板温度で形成されており、

高温で製膜したMoスパッタ膜の性質およびセル特性に関する報告は見当たらない。しかしながら、

高温製膜により、Mo膜質変化やそれに伴うCIGS薄膜およびセル特性の改善が期待できる。そこで、

本研究ではソーダライムガラス（SLG）の基板温度およびスパッタガス圧を変化して、結晶学的性質

と電気的特性について評価し、CIGS薄膜への影響を調べることを最終目的とした。 

【実験方法】 

Moスパッタ膜は、SLG基板上に、Arガス圧 0.5Pa、基板温度をRT～500℃と変化させて約 500nm

堆積した。得られたMo薄膜の結晶学的性質はXRD、SEM、電気的特性は四探針法で評価した。 

【実験結果】 

 図 1 は基板温度が室温（RT）と 500℃で製膜したMoスパッタ膜の表面および断面SEM写真であ

る。これらより高温基板では、粒径増大が顕著であることが分る。表１は基板温度を変化させた時の

Mo 裏面電極の抵抗率を示す。この表から、基板温度が高くなるほど低抵抗になることが分かる。こ

れは高温では、基板表面においてMo原子のマイグレーションが促進されることによる結晶粒径の増

大が主因と考えられる。この結果は、CIGS 太陽電池用の裏面電極として、Mo 膜厚を約１桁程度低

減できることを意味しており、今後検証する予定のセル特性に変化がなければ、低コスト化に寄与す

ると思われる。Mo膜上に形成したCIGS薄膜の性質に関しては当日発表する予定である。 
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表１基板温度vs Mo膜の抵抗率 

Tsub[℃] ρ[Ωcm] 

RT 9.30E-05 

200 1.60E-05 

500 8.30E-06 

 
図1 基板温度の異なるMoスパッ

タ膜の表面および断面SEM写真 
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